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E xercice

Calculer les résistances nece

silicium pour lequel f
prend pour tension continue V.
fixt & Vego =9V, leo = 1 mA, Vpgo =07 i’

v GEOLOGIE

NSEIGNEMENT GERLRAL

DEVOIR D’ELECTRONIAUE DE BASE (1G1)
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Sur le réseau de caractéristiques statiques du transistor 2N2222 (montage émel )
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Déterminer le type du transistor (NPN ou PNP) et la nature de son matéri:
Tracer Ic = f(/g) pour Vep, =5V et Vop =15V, i
Tracer I'hyperbole de dissipation maximale, Py, 1x = 50 mW

Déterminer le gain en courant 4 pour /- = 5 et 10 mA. |

Déterminer I- et Vg pour Ig = (6 pA et Vep = 15 V.

Déterminer Vig et Vg pour I = 96 pA et Io = 13 mA.





